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Patentanspr&che: 

metalHscher. hartmetalllscher oder keramlscher Unterlage, 
SIC N unH^^^^^^^^^^ ""^ VerschlelBteilen, welche entweder aus der M schphase 

«if«rn a.^.^w!r l> V u- 5 bestoht, dadurch oekennzalchnet, daQ der Uberzug aus einar Folae 
alternlerender E nzelschichten mit einer EInzelschlchtdlcke zwrschen 0,2 und 1 urn besteht die 

S^JSl^dl^^^^^ ""^ '"^^"^ benachbarte Elnzetechtehterelna 

unterschiedliche Zusammensetzung besitzen. 

2. Verschlelftfester Oberzug nach Anspruch 1, dadurch gekannzelchnet daS benachbarte 

3 SLrfS u" r Sniclum/Kohlenstoff-VerhfiltSs um B% unterichelden 

Keramiscnerunterlpge, insbesondereauf Schneidwerkzeugen und VerschlelBteilen walchar 
entweder aus der MIschphase SIC.N, und/oder einem PhaJengemlsTaus SIn! und Sc oder aus 
if" l^^T^Bmls^Bn SICN, und SIN. oder SIC,N, und SIC und aus eli!^r FoSe a"te^^^^^ 
Einzolschlchten mIt eInerElnzelschlchldlcke »vi,schen 0,2Mm und 1 um bestVhrdessen 

Z«r«^i;mSfo!"*l» Gasphasenabscheldung aus Gasgem IsSien 
SLhil i^®^~«'S^".®'"^'?8ensllane.Alkylhalogen " 
Kohlenvyasserstoffe, N, und/oder NH, sowie eInem oder mehreren Inertgaser Im 
mrelneTJJ^'St'*! T ^ gekennzelchnet. daB dVe Ausgangsmlschung 

AnwMidungcgablat dw Erflnduno 
Chataktarlstik des bakanntan Standat der Tachnik 

^^^^^ 

Ziei der Erflnduno 

Oarlegune des Wasans dar Erilndunfl 

Dei-Erfindiin9 liegt die Aufflabeiugnindo, ainen vorschlelSfestan Oberzuo anzugeben. bol dam in den Sehichtan k«i„- 

hohen Schtchtwachstumsratan und im Normaldruckverfahren durchfOhrbar ist. ""leiiung vonuschlagan. das mil 

Effindungsgamsa wird dia Aufgaba dadurch galSai. daO dar Obariug. bastahend au. dar Mischphasa SIC.N, uiKt/odar 
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einem PhasenQemisch aiis SiN« und SiC oder aus den Phasenoamkchen SiC,Ny und SiNn odar SiQ.Ny und SiC, aus ainar Folgo 
von aUernleranden Bnialschlchtan mit etnar Elnzataehlehtdleka twischan OA und 1,0|im bastaht, die Gaaamtechlchtdicka 
swischen 2 und BOiim llaot und benachbarta Einzala6hlehtan aina untarsehladlleha ZusammancaUung basluan. Ea tat vorteilhaft, 
wann afchdia banachbartan EInialachlchten im 8ll<elum/Kohlanatorf*Varhaitnla urn 5% untarcchaldan. 
DIasar Obaaug wird hargastallt dureh Qasphasanabaehaldung aua Gaagamlschan einaa odar ntahrarer Silana, Hatogansllana, 
Alkylhatoganailana« ainam odar mehrerer Kohlanwaaaaratoffa, Ha. Na und/bdar NHa aowla einam odar mahreran Inortgason im 
Temparalurberalch von 600*C bis 1 200*C. 

ErfindungsgamfiQ wIrd dia Aucgangagaamiachung mit atnam Varhflltnis dar Stof rmanganantalla von C zu S\ im Baraich von 0»S 
bis 2 und von N xu Si Im Baraich von 1 bla 16 wfihrand des gesamton Abschaidaprozessaa dar Schichtkomblnatlon mit 
unverBndartar ZuaammansaUung aowie unvar ftndartan Abscheidaparamatarn kontinularlich zugafahrl. Es wurda Oberrasehend 
gafundan^ daO In dam angagebonon Konzentratlonsbaraich trotz Konstanthaltan dar Ausgangsgasmischuny und der 
Abschaidungstamperatur (Im Fatia dea plasmagestOtzton CVO sind noch dar Druck und die elaktrischan Paran^ater konstant zu 
haltan) ain Ubarzug bastaht, dar aus ainar Folga altarnterender Elnzahchlcht mit untarschiedtichar ZusammansaUung entstehl, 
was aufainan oszllllarandan Abschaidungsmachaniamus schllaQenliat Bel diesan Konza.itratlonon antstaht aIn 
aalbatraguliarandas Systam der Schlchtabschaldung. Dos Konstanthaltan dar VarfahrenspLrameter hat dan Vortall, dad etna 
hohe Raproduzlerbarkalt daf Abachaldung garantlart Isl^ da StSrungen das Wachstumsprozassas, die I. a. bel Andarungan der 
Varfahrensparamater an dan Wachatumafrontan auftratan, antfaltan. Vorteilhaft Ist aucK daft das Abschaldungsvarrahran In 
ledar Normaldruck-CVD- oder PECVD-Anlage ohna suaXtrllchan tajchnologlschen Auhmind zur Doalarung der Reaktanden 
reallsiart warden kann. 

Scratch-Teats dieaar Hartstoffschlchten zeigten aIna ausgaz«lchnata Haftung dar Elnzalachlchtan untarainandar und auf dam 
Substrata trou der Untarschlade In der Struktur von SljN4 und SIC. WIe Eigehapannungameasungen zeigten, waren bel dieser 
Schichtstruktur gegenObar dan homogenen Schlchten dautlich gerlngere Elgenspannungawerte zu verzelchnen. die aleh 
ebenfalla gOnstig auf die mechanlsche Beiastbarkait auswirkan. 



AusfOhrangabalaplele 
I.Belsplel 

Hartmetall-WendeBchnaldplatten werden In einen PACVO-Quarzraaktor mit induktiver Elnspelsung der HF-Energle eingebracht 
und In einer Wasserstoff/Argon-Gasmlschung bai aInam Druck vcn 130Pa auf 8S0*C erwfirmt. Durch dIa arzaugta 
GHmmenttadung wIrd das Substrat glelchzeltig mittels lonenbombardamant geretnlgt. Dann wIrd in den Roaktor aine 
Gasmischung der Zusammensetzung 1«3 Stoffmengenanteile SICI4, 0,2 StoffmengenanteUe CcHg, 2,3 Stoffmangenantelle N3, 
81^ Stoffmengenanteile Ha und Rest Argon eingaleitet. Nach ainer Beschlchtungszeit von 46min hat sich eine 20pm dieke, 
fasthaftanda HartstofTschicht aua SIC^M, gabildat. Nach ainer Atzung In HF/HNO, zeigten sIch Innarhalb dar Schicht etwa 
SO Einzelschlchten init einer mlttleren Schlchtdlcke von 0,4 pm. Augerspektroakopische Untersuchungen ergaben 
Konzentratlonafindarungen fOr Siliclum zwiachan AS und 63 Siorfmengenanteiie. 



Auf eIne Wendeschneldplatte, beatehend aus WC/Co mit 6 Maaseanlelle Co wird eIne 10pm dlcke TIC,-Schlcht In bekannter Art 
und Welse eufgebrecht. AnschlleBend wird mit dem fm 1. AusfOhrungsbalsplel beschrlebenen Verfahren elne 4Mm dlcke 
SIQ.Ny^Oeckschlcht eufgebrecht, die eus 10 Einzelschlchten besteht Schneldverauche mit dieser erflndungsgemlBen 
DackschichtmitGGL 25alsGagenwerkstoffzelgenbelv = 200m/mln,s « 0,3mm/Uunde = 2mm elne Verschleiamarkenbrelte 
VB - 0,10mm nach 30min Schnittzeit. Eln verglelchbares Schichtsystem. wobel die Deckschlcht elne homogene SI,NrSchlcht 
war, zelgt diese VerschlelBmarkenbrelte beraita nach 20mln Schnittzalt. 



2.Balsplel 




